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１．概要（Summary） 
シリコンの微細加工技術を用いて貫通穴形状を持った

MEMS 構造のプロセス開発を行っている。今回，常温接

合したウエハに貫通穴加工を行い，梁で支えられた構造

体を作製した。フォトリソグラフィおよび深堀エッチングプ

ロセスを東北大学ナノテク融合技術支援センターの設備

を使用して行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

・両面アライナ露光装置一式：Suss MA6/BA6，他 
・DeepRIE 装置#2：住友精密 MUC-21 

【実験方法】 
Fig. 1 にプロセスフローを示す。 
6 インチシリコンウエハの接合面にパターニングを行い，

DeepRIE で Gap を形成した。また，一方の 6 インチウエ

ハにはDeepRIEで溝を形成した。この溝の深さは梁の厚

みに相当する。そして，2 枚のウエハを常温接合して，所

望の厚さに研磨した(他社装置使用)。その後，ウエハ上

面にパターニングを行い，DeepRIE で貫通加工すること

で，梁で支えられた構造体を作製した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 に作製した構造体の断面を示す。 
貫通穴に位置ズレが見られる。常温接合時のマニュア

ルアライメントによるズレが原因である。梁の厚さについて

は設計値に対し，-17%の厚みになっている。今回はオー

バーエッチングを大きくしたため，梁の厚さが薄くなってい

るが，溝深さおよびエッチング時間を最適化することで梁

厚さを制御できると考えている。 
今後，さらに加工精度を上げるようにプロセスの改善を

行う予定である。 
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Fig. 1 Fabrication Process flow 

Fig. 2 Fabricated Silicon MEMS Structure 


